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RAPPORT D'EXAMEN 
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Demande internationale n° PCT/FROO/001 98 



I. Bas du rapport 

1 . En ce qui concerne ies elements de la demande internationale {les feuilles de remplacement qui ont ete remises 
ii I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1-16 version initiaie 

Revendications, N"": 

1-5,6 (partie) version initiaie 

6 (partie),7-10 regue(s) le 18/01/2001 avecia lettre du 17/01/2001 

Dessins, feuilles: 

1/3-3/3 version initiaie 



2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indlques ci-dessus etaient a la disposition de ['administration ou 
lui ont 6t6 remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee. sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de ['administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

n la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines dlvulgu^es dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ult^rieurement h I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement k I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques a 
cetles du listages des sequences Pr^sente par 6crit, a §t6 fournie. 
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande intemationale n° PCT/FROO/001 98 



4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendlcations, : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a et6 formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-deta de i'expos^ de I'lnvention tet qu'il a et^ depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 



6. Observations compl6mentaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, ractivite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a Tappui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 3, 4, 6, 7, 8, 10 

Non : Revendications 1 , 2, 5, 9 

Activite inventive Oui : Revendications 8 

Non: Revendications 1-7,9,10 

Possibilite d'application industrielle Oui : Revendications 1-10 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Fomnulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VHI. feuille 2) Ouillet 1998) 



A* 



i 



RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FROO/001 98 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



Concernant I point V 

Declaration motivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, Tactivlte inventiv 
et la possibilite d'application industrielle; citations et explications a Tappui de 
cette declaration 



1 . II est fait reference aux dbcuments suivants: 

D1: DE-A-3 142 591 

D2: US-A-5 610 790 

D3: US-A-5 708 288 

D4: EP-A-0 263 711 



Le document D2 n'a pas ete cite dans le rapport de recherche international. Une 
copie de ce document est jointe en annexe. 

2. L'objet des revendications 1, 2, 5 et 9 n'est pas conforme au critere de nouveaute 
defini par I'article 33(2) PCT. 

2.1 Le document D1 decrit un dispositif de protection (53) d'un circuit electronique 
(52) en technologie SOI centre les decharges electroniques, relie a un plot de 
contact (51), comprenant plusieurs diodes Zener (55, 57, 59) montees en serie et 
reliees audit plot pouretre polarisee en direct (autant que plusieurs diodes Zener 
(54, 56i 58) polarisees en inverse) pendant Tutilisation normale du circuit integre. 



Ce dispositif done comprend tous les caracteristiques techniques des 
revendications 1, 2, et 5. 

2.2 Le document D2 (voir I'abrege, Fig. 6, Fig. 7) montre un dispositif de protection 
d'un circuit electronique en technologie SOI contre les decharges electroniques, 
comprenant une diode Zener relie a un plot de contact (Fig. 7: 701 , 715). II est 
evident des figures citees (voir aussi colonne 3, lignes 32 a 41) que le precede de 
realisation d'un tel dispositif comprend les etapes suivants: 

- definition de la zone de la diode (600), 

- implantation de la zone centrale (604) faiblement dopee, 

- formation d'un couche d'oxyde de grille (605) et d'un grille (606), et 
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- formation des regions fortement dopees (602, 603). 

II ressort clairement du document D2 (voir col. 7, lignes 15 a 38) que les diodes 
Zener (702, 703) sont convenant a etre polarisees en direct. 

Done, ce precede compr^nd tous les caracteristiques techniques de la 
revendication 9. 

3. L'objet des revendications 3, 4, 6, 7.et 10 n'implique pas une activite inventive 
telle que definie par I'article 33(3) PCT. 

3.1 Les revendications dependantes 3, 4, 6 et 7 ne contiennent aucune 
caracteristique qui definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce 
qui concerne I'activite inventive, et ce pour les raisons suivantes: 

Revendications 3 et 4: 

Les diodes Zener PVP/N^ et PVN/N^ sont connus dans I'art, voir les documents 
D2 et D3. 

Revendications 6 et 7: 

Le document D4 (voir Fig.4g, Fig.5 et Fig. 6) montre une diode Zener constitue 
d'une pluralite des diodes en serie avec une liaison electrique (27c) obtenu par 
metallisation; le choix d'un siliciure est une alternative evidente pour I'homme du 
metier. 

3.2 Dans la revendication 10, une legere modification de construction du dispositif 
decrit dans la revendication 9 est suggeree; cette modification entre dans le cadre 
de la pratique courante pour la personne du metier. En consequence, l'objet de la 
revendication 10 n'implique pas non plus une activite inventive. 

4. L'objet de la revendication 8 est conforme au critere de nouveaute defini par 
Tarticle 33(2) PCT et implique une activite inventive telle que definie par Tarticle 
33(3) PCT. 
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sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenu par une metallisation 
(35)- 

5 7* Dispositif selon la revendication 2, 

caracterise en ce que lesdites diodes Zener (41 a 44) 
sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenue par un siliciure. 

10 8. Precede de realisation d ' un dispositif 

de protection d ' un composant electronique centre les 
decharges electrostatigues , le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat pour etre 

2 5 polarisee en direct, la couche semi-conductrice 
recouvrant une couche isolante, le precede comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active (5), ' dans ladite couche semi- 
conductrice, 

2 0 ~ etape d ' implantation d ' une premiere 

zone (6) de ladite zone active (5), pour obtenir une 
premiere zone (6) moyennement dopee selon un type de 
conductivite choisi entre un premier type de 
conductivite et un deuxieme type de conductivite oppose 

2 5 au premier type de conductivite, 

- une etape d ' implantation d'une partie de 
ladite premiere zone (6), pour obtenir une deuxieme 
zone (7) fortement dopee selon ledit premier type de 
conductivite, la deuxieme zone (7) etant separee de la 

3 0 partie non implantee de la zone active (5) par la 

partie restante de la premiere zone, 

- une etape d ' implantation de la partie non 
implantee de la zone active pour obtenir une troisieme 
zone fortement dopee selon ledit deuxieme type de 

35 conductivite. 

FEUILLE MODiFlEE 
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9. Precede de realisation d'un dispositif 
de protection d'un composant electronique centre les 
decharges electrostatiques , le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 

5 couche semi-conductrice d*un substrat pour etre 
polarisee en direct, la couche semi-conductrice 
recouvrant une couc^hei sol ante, le precede comportant : 

- une etape de definition, de la zone de la 
diode ou zone active (10) dans ladite couche semi- 

2 0 conductrice, 

- une etape d * implantation d'une premiere 
zone (13) situee en partie centrale de la zone active 
(10), pour obtenir une premiere zone (13) moyennement 
dopee selon un type de conductivite choisi entre un 

25 premier type de conductivite et un deuxieme type de 
conductivite oppose au premier type de conductivite, 

- une etape de formation d'une grille (14) 
en materiau conducteur sur la premiere zone (13), apres 
formation d'une couche d'oxyde mince de grille, 

2 0 ~ etape d ' implantation d'une deuxieme 

zone (12) de la zone active (10), adjacente a la 
premiere zone (13), pour obtenir une deuxieme zone 
fortement dopee selon le premier type de conductivite, 

- une etape d ' implantation d'une troisieme 
25 zone (11) de la zone active (10), adjacente a la 

premiere zone (13) qui la separe de la deuxieme zone 
(12), pour obtenir une troisieme zone (11) fortement 
dopee selon le deuxieme type de conductivite. 

10. Precede selon la revendication 9, 
30 caracterise en ce que la premiere zone (13) est plus 

large que la grille (14) formee sur cette premiere 
zone . 



FEUILLE MODiFiLE 
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1 . Le present rapport d'examen preliminaire International, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y connpris la presente feuitle de couverture. 

S II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 2 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 

I S Base du rapport 

II □ Priorite 

III □ Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibillte 

d'applicatlon industrielle 

IV □ Absence d'unite de I'invention 

V S Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

VI □ Certains documents cites 

VII □ Irregularites dans la demande Internationale 

VMI □ Observations relatives a la demande Internationale 
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~ Office europ6en des brevets 

D-80298 Munich 
T6I. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Fonctionnaire autoris6 
Agne, M 

N° de telephone +49 89 2399 2631 



Formulaire PCT/I PEA/409 (feuille de couverture) Qanvier 1994) 




RAPPORT D'EXAMEM 
PREUMIMAIIIRE DBSSTERMATOONAL 



Demande intemationale n° PCT/FROO/001 98 



I. Bas du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande intemationale (les feuilles de remplacement qui ont ete remises 
a i'office rScepteur en r4ponse a une invitation faite conformement a i'article 14 sont consider^es dans le present 
rapport comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (rdgles 70. 16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1-16 version initiale 

Revendications, N"": 

1-5,6 (partie) version initiale 

6 (partie), 7-10 re?ue(s) le 18/01/2001 avec la lettre du 17/01/2001 
Dessins, feuilles: 

1/3-3/3 version initiale 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ct-dessus etaient a la disposition de radministration ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donn§e sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de radministration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire Internationale (selon la regie 55.2 ou 



3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 

Internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire Internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande Internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a radministration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement ^ radministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que d6posee, a et6 fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont Identiques k 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 



55.3). 
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RAPPORT D'EXAWiEM 

PREUSVJDSMADFSE IMTERNATJOMAL Demande internationale n'' PCT/FROO/00198 

4. Les modifications ont entrain^ I'annulation ; 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont §te consid6rees 

comme allant au-dela de I'expos^ de ['invention tel qu'il a ete depose, comme il est indiqu6 ci-apres (rfegle 
70.2(c)) : 

(Toute feui/le de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 



6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, ractivite Inventive et la posslbllite 
d'application Industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 3, 4, 6, 7, 10 

Non : Revendications 1 , 2, 5, 8, 9 

Activite inventive Oui : Revendications 8 

Non : Revendications 1-7, 9, 10 

Possibilite d'application industrielle Oui : Revendications 1-10 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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RAPPORT D-EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - 



Demande intemationale n** PCT/FROO/001 98 
FEUILLE SEPAREE 



Concernant I point V 

Declaration motivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive 
et la possibilite d'application industrielle; citations et explications a Tappui de 
cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1: DE-A-3 142 591 
D2: US-A-5 610 790 
D3: US-A-5 708 288 
D4: EP-A-0 263 711 

Le document D2 n'a pas ete cite dans le rapport de recherche international. Une 
copie de ce document est jointe en annexe. 

2. L'objet des revendications 1, 2, 5, 8 et 9 n'est pas conforme au critere de 
nouveaute defini par rarticle 33(2) PCT. 

2.1 Le document D1 decrit un dispositif de protection (53) d'un circuit electronique 
(52) en technologie SOI centre les decharges electroniques, relie a un plot de 
contact (51), comprenant plusieurs diodes Zener (55, 57, 59) montees en serie et 
reliees audit plot pour etre polarisee en direct (autant que plusieurs diodes Zener 
(54, 56, 58) polarisees en inverse) pendant I'utilisation normale du circuit integre. 

Ce dispositif done comprend tous les caracteristiques techniques des 
revendications 1, 2, et 5. 

2.2 Le document D2 (voir I'abrege, Fig. 6, Fig. 7) montre un dispositif de protection 
d'un circuit electronique en technologie SOI centre les decharges electroniques, 
comprenant une diode Zener relie a un plot de contact (Fig. 7: 701 , 715). II est 
evident des figures citees (voir aussi colonne 3, lignes 32 a 41) que le precede de 
realisation d'un tel dispositif comprend les etapes suivants: 

- definition de la zone de la diode (600), 

- implantation de la zone centrale (604) faiblement dopee, 

- formation d'un couche d'oxyde de grille (605) et d'un grille (606), et 
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- formation des regions fortement dopees (602, 603). 

II ressort clairement du document D2 (voir col. 7, lignes 15 a 38) que les diodes 
Zener (702, 703) sont convenant a etre polarisees en direct. 

Done, ce precede comprend tous les caracteristiques techniques de la 
revendication 9. 

3. L'objet des revendications 3, 4, 6, 7 et 10 n'implique pas une activite inventive 
telle que definie par i'article 33(3) PCT. 

3.1 Les revendications dependantes 3, 4, 6 et 7 ne contiennent aucune 
caracteristique qui definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce 
qui concerne I'activite inventive, et ce pour les raisons suivantes: 

Revendications 3 et 4: 

Les diodes Zener PVP/N" et PVN/N-" sont connus dans I'art, voir les documents 
D2 et D3. 

Revendications 6 et 7: 

Le document D4 (voir Fig,4g, Fig.5 et Fig. 6) montre une diode Zener constitue 
d'une pluralite des diodes en serie avec une liaison electrique (27c) obtenu par 
metallisation; le choix d'un siliciure est une alternative evidente pour I'homme du 
metier. 

3.2 Dans la revendication 10, une legere modification de construction du dispositif 
decrit dans la revendication 9 est suggeree; cette modification entre dans le cadre 
de la pratique courante pour la personne du metier. En consequence, l'objet de la 
revendication 10 n'implique pas non plus une activite inventive. 
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sont disposees de inaniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique antra deux 
diodes adjacentes etant obtenu par une metallisation 
(35)- 

5 7- Dispositif selon la revendication 2, 

caracterise en ce que lesdites diodes Zener (41 a 44) 
sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenue par un siliciure. 

10 8. Precede de realisation d*un dispositif 

de protection d»un composant electronique contre les 
decharges electrostatiques , le dispositif de protection 
. comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat pour etre 

2 5 polarisee en direct, la couche semi-conductrice 
recouvrant une couche isolante, le precede comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active (5), dans ladite couche semi- 
conductrice, 

2 0 - etape d ' implantation d ' une premiere 

zone (6) de ladite zone active (5), pour obtenir une 
premiere zone (6) moyennement dopee selon un type de 
conductivite choisi entre un premier type de 
conductivite et un deuxieme type de conductivite oppose 

2 5 au premier type de conductivite, 

- une etape d ' implantation d ' une partie de 
ladite premiere zone (6), pour obtenir une deuxieme 
zone (7) fortement dopee selon ledit premier type de 
conductivite, la deuxieme zone (7) etant separee de la 

3Q partie non implantee de la zone active (5) par la 
partie restante de la premiere zone, 

- une etape d ' implantation de la partie non 
implantee de la zone active pour obtenir une troisieme 
zone fortement dopee selon ledit deuxieme type de 

35 conductivite. 
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9. Precede de realisatipn d'un dispositif 
de protection d'un composant electronique contre les 
decharges electrostatiques, le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 

5 couche semi-conductrice d'un substrat pour etre 
polarisee en direct, la couche semi-conductrice 
recouvrant une couche isolante, le procede comportant : 

" une etape de definition de la zone de la 
diode ou 2one active (10) dans ladite couche semi- 
2Q conductrice, 

- une etape d ' implantation d ' une premiere 
zone (13) situee en partie centrale de la zone active 
(10), pour obtenir une premiere zone (13) moyennement 
dopee selon un type de conductivite choisi entre un 

2 5 premier type de conductivite et un deuxieme type de 
conductivite oppose au premier type de conductivite, 

- une etape de formation d • une grille (14) 
en materiau conducteur sur la premiere zone (13), apres 
formation d*une couche d'oxyde mince de grille, 

2 0 " etape d ' implantation d'une deuxieme 

zone (12) de la zone active (10), adjacente a la 
premiere zone (13), pour obtenir une deuxieme zone 
fortement dopee selon le premier type de conductivite, 

- une etape d ' implantation d^une troisieme 
25 zone (11) de la zone active (10), adjacente a la 

premiere zone (13) qui la separe de la deuxieme zone 
(12), pour obtenir une troisieme zone (11) fortement 
dopee selon le deuxieme type de conductivite. 

10. Procede selon la revendication 9, 
30 caracterise en ce que la premiere zone (13) est plus 

large que la grille (14) formee sur cette premiere 
zone . 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/FROO/00198 



I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 
the description: 

pages 1-16 

pages 

pages 



. as originally filed 
filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



1-5, 6(part) 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Anicle 19 

, filed with the demand 



6(part), 7-10 



filed with the letter of 



18 Januap' 2001 (18.01.2001) 



the drawings: 

pages 

pages 
pages 



1/3-3/3 



, as originally filed 



filed with the demand 



, filed with the letter of 



I [ the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is* 

□ 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 

^ I I This report has been established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered to go 
— ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 J 6 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



3, 4, 6, 7, 8, 10 
1, 2, 5, 9 



1-1, 9, 10 



1-10 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 



Dl : 


DE 


-A- 


3 


142 


591 


D2 : 


US 


-A- 


5 


610 


790 


D3 : 


US 


-A- 


5 


708 


288 


D4 : 


EP 


-A- 


0 


263 


711 



Document D2 was not cited in the international 
search report. A copy of said document is attached. 

2. The subject matter of Claims ^2, 5 and 9 does 
not meet the novelty requirement of PCT Article 
33 (2) . 

2.1 Document Dl describes a device (53) for protecting 
an electronic circuit (52) with SOI technology 
against electronic discharge, which device is 
connected to a contact pad (51), including a number 
of Zener diodes (55, 57, 59) mounted in series and 
connected to said contact pad in order to be forward 
biased (as many as the number of back biased Zener 
diodes (54, 56, 58)) during normal use of the 
integrated circuit . 
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This device the'refore includes all the technical 
features of Claims 1, 2 and 5. 



2.2 Document D2 (see abstract. Figure 6 and Figure 7) 
discloses a device for protecting an electronic 
circuit with SOI technology against electronic 
discharge, including a Zener diode connected to a 
contact pad (Figure 7: 701, 715), It is obvious 
from the cited figures (see also column 3, lines 32 
to 41) that the method for producing such a device 
includes the following steps: 

- defining the diode region (600)., 

- implanting the slightly doped central region 
(604) , 

- forming a gate oxide layer (605) and a gate (606), 
and 

- forming heavily doped regions (602, 603). 



It is clear from document D2 (see column 7, lines 15 
to 38) that the Zener diodes (702, 703) are designed 
to be forward biased. 



Therefore, said method includes all the technical 
features of Claim 9. 



3, The subject matter of Claims 3, 4, 6, 7 and 10 does 
not involve an inventive step as defined in PCT 
Article 33(3). 



3.1 Dependent Claims 3, 4, 6 and 7 do not contain any 

feature which defines subject matter that meets the 
PCT requirements of inventive step, for the 
following reasons : 



Claims 3 and 4: 
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The P'^/P/N"^ and' P'*"/n7n'^ Zener diodes are known from 
the prior art (see documents D2 and D3) . 

Claims 6 and 7: 

Document D4 (see Figures 4g, 5 and 6) discloses a 
Zener diode consisting of a plurality of diodes in 
series with an electric connection (27c) achieved by 
metallization. To a person skilled in the art, 
selecting a silicide is an obvious alternative. 



3.2 In Claim 10, a slight construction modification of 
the device described in Claim 9 is suggested. Said 
modification is part of standard practice for a 
person skilled in the art. Therefore, the subject 
matter of Claim 10 does not involve an inventive 
step either. 



4. The subject matter of Claim 8 meets the novelty 
requirement of PCT Article 33(2) and involves an 
inventive step as defined in PCT Article 33(3). 
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(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du d6posant ou 
du mandataire 

B 13167.3 JL 


POUR SUITE notification de transmission du rapport de recherche Internationale 
(formutaire PCT/ISA/220) et, le cas 6ch6ant, le point 5 ci-apr6s 

A DONNER 


Demande internationale n° 
PCT/FR 00/00198 


Date du d6p6t international (your/mo/s/ann^e^ 

28/01/2000 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/ann^e) 

29/01/1999 


D^posant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AL 



Le present rapport de recherche internationale, ^tabli par Tad ministration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conform^ment ^ {'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 2 feullles. 

Pr| II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif ^ I'^tat de la technique qui y est cit6. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a effectu^e sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ^t6 d^pos6e, sauf indication contraire donn6e sous le mdme point 



□ 



la recherche internationale a et6 effectu^e sur la base d'une traduction de la demande internationale remise ^ I'administration. 



b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulgu^es dans la demande internationale (le cas ^ch^ant), 
la recherche internationale a 6t6 effectu^e sur la base du listage des sequences : 

i I contenu dans la demande internationale, sous forme 6crite. 

d6pos6e avec la demande internationale, sous forme d^chiffrable par ordinateur. 
remis ult^rieurement ^ I'administration, sous forme 6crite. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



remis ult^rieurement ^ I'administration , sous forme d^chiffrable par ordinateur. 

La declaration, selon laquelle le listage des sequences pr6sent6 par ecrit et fourni ult6rieurement ne vas pas au-del^ de la 
divulgation faite dans la demande telle que d^pos^e, a 6t6 fournie. 

La declaration, selon laquelle les Informations enreglstr^es sous forme d6chiffrable par ordinateur sont identiques k celles 
du listage des sequences presents par ^crit, a ete fournie. 

II a ^16 estlme que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d'unitd de r Invention (voir le cadre II). 



4. En ce qui concerne le litre, 

[X] le texte est approuv^ tel qu'il a 6t6 remis par le d6posant. 

I I Le texte a 6t6 etabll par I'administration et a la teneur suivante: 



En ce qui concerne Tabr^d, 

[Y] le text© est approuv6 tel qu'il a et6 remis par le deposant 



□ le texte (reproduit dans le cadre lit) a et6 etabli par I'administration conform6ment A la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations k I'administration dans un d6lai d'un mois k compter de la date d'expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

6. La figure des desslns h publier avec I'abrege est la Figure n° 4 



Pn suggeree par le deposant. \^ Aucune des figures 

□ , ^ , X , ^ ^ _. ^- n'est k publier. 

parce que le deposant n a pas suggere de figure. 

I I parce que cette figure caracterise mieux I'invention. 
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A. CLASSEMENIOE L'OBJET DE LA DEMANDE 

cm 7 HblL277l2 H01L21/84 H01L27/02 H01L29/866 H01L21/329 



Selon la classification intemationale des brevets (CIB) ou A la fois selon la classitication natlonale et la CIB 



B. OOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minlmale consutt^e (syst^ma de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 7 HOIL 



Documentation consutt6e autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents reinvent des domaines sur lesquels a port6 la recherciie 



Base de donn^es 6lectronique consult^e au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donn6es, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Cat^gorie " Identification des documents cit^s, avec, le cas 6ch6ant, rindlcation des passages pertinents 



no. des rev endicat ions vis^es 



us 5 708 288 A (GILBERT PERCY 
13 Janvier 1998 (1998-01-13) 
le document en entier 
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DISPOSITIF DE PROTECTION COWTRE LES DECHARGES 
EI.ECTROSTATIQUES POUR COMPOSASITS MICROELECTROMIQUES SUR 

SUBSTRAT DU TYPE SOI 

5 Domaine teclmi<2ue 

La presente invention concerne un 
dispositif de protection contra les decharges 
electrostatiqiaes pour des composants electroniques 

-Lo realises sur un substrat comportant une couche semi- 
conductrice sur une couche isolante, par exemple un 
substrat SOI. 

La protection centre les decharges 
electrostatiques (ESD) est un aspect important de la 

25 fiabilite des systemes electroniques. Selon certaines 
sources, . les pertes imputables aux decharges 
electrostatiques correspondraient a une perte moyenne 
sur les produits variant entre 8 et 33%. La protection 
vis-a-vis de ces nuisances s ' opere a tous les niveaux : 

2 0 environnement de fabrication et de f onctionnement des 
circuits integres, protection sur des cartes assemblant 
plusieurs circuits integres . Une partie de la 
protection est assuree par le circuit lui-meme. 

Les differents circuits integres utilises 

2 5 dans les systemes electroniques sont relies a leur 
environnement par 1 ' intermediaire de leurs broches 
d' entree-sortie ou d ' alimentation et c'est done via ces 
differentes broches que peut s'ecouler I'eventuelle 
decharge electrostatique ESD. Le principe general de 

30 protection sur le circuit est alors de mettre en 
peripherie du circuit au niveau de chaque broche 
d ' entree-sortie des structures de protection entre ces 
broches et leurs alimentations. Ces structures de 
protections sont le plus souvent des diodes en inverse, 

35 des transistors MOS bloques ou des thyristors. Ces 
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dispositifs ne doivent pas perturber le f onctionnement 
du circuit et doivent se comporter comme des 
interrupteurs ouverts en f onctionnement normal de 
maniere a detourner directement vers les alimentations 

5 du circuit le minimum de courant d ' entree-sortie qui 
constitue le vecteur d ' information dans le circuit. En 
revanche , lors d * une decharge , ils doivent se comporter 
comme des interrupteurs fermes pour eviter que la 
decharge electrostatique n'aille degrader le coeur du 

0 circuit, Dans le cas d'une decharge, si la protection 
fonctionne veritablement comme un interrupteur ideal, 
c'est-a-dire avec une resistance serie nulle, la 
decharge electrostatique s'ecoulera dans le circuit 
sans deperdition d'energie et done sans degradation. On 

5 appelle tenue intrinseque la tension de decharge 
electrostatique supportee par le dispositif de 
protection sans subir de degradation. 

Etat: de la t:ecimi<^e ant:e3rieure 

0 

L'analogie de 1 ' interrupteur constitue un 
cas ideal dont on essaie de se rapprocher. Dans la 
pratique, une protection se caracterise par sa tension 
de maintien de la caracteristique electrique en mode 

5 declenche et sa resistance serie. Optimiser une 
protection revient done a trouver une structure 
d ' encombrement minimum, ayant une resistance serie 
minimum et dont la tension de maintien, tout en etant 
super ieure a la tension de f onctionnement du circuit, 

Q soit minimale. La reduction de la surface occupee par 
la structure de protection et la reduction de sa 
resistance sont generalement contradictoires et il faut 
aboutir a un compromis entre ces deux facteurs. 

Actuellement , on salt realiser des circuits 

5 integres fonctionnant sous des tensions de plus en plus 
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faibles (inferieures a 3 V et meme a 2 V) . Les tensions 
maxiitiales acimissibles sont egalement reduites et 
1 ' optimisation de la resistance serie des structures de 
protection ainsi que I'obtention d'une tension de 
inaintien optimale deviennent des enjeux primordiaux . 

Dans ce contexte de la protection aux 
circuits basse tension, on a vu apparaitre des 
structures de protection utilisant plusieurs diodes 
polarisees en direct. La tension de inaintien est 
definie en premiere approximation par la tension de 
coude de diode (environ 0,7 V) que multiplie le nombre 
de diodes en serie. 

L' utilisation de ce type de protection par 
diodes en serie pose des difficultes sur un substrat de 
silicium classique du fait d'un effet parasite 
communement appele effet Darlington. Sur un tel 
substrat, chaque diode de protection est realisee dans 
un caisson de type de dopage oppose a celui du 
substrat, chaque caisson etant isole des autres, les 
diodes etant ensuite connectees en serie. Du fait que 
le substrat est massif, a chaque diode de protection 
est lie un transistor bipolaire parasite. Le courant de 
fuite d*une diode de protection correspond au courant 
de base du transistor lie a la diode de protection 
suivante et le courant de fuite se trouve amplifie 
d'autant. Le document WO 97/3 5373 propose une solution 
a ce probleme en decorrelant les fonctions d* isolation 
et de protection. On tire parti de 1' effet Darlington 
pour assurer la fonction d' evacuation de 'la decharge 
electrostatique. La taille de la premiere diode est 
maximisee car c'est elle qui regoit la plus grosse 
partie de la decharge. La fonction d' isolation est 
alors assumee par un transistor MOS connecte en serie 
avec la derniere diode de protection. 
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L'effet Darlington ne se produit pas dans 
les circuits microelectroniques realises sur des 
substrats SOI ( silicium-sur-isolant ) puisque les 
transistors bipolaires parasites sont supprimes . Sur 
ces substrats, la protection par diodes en serie peut 
done etre appliquee. 

L' article "Dynamic Threshold Body-and Gate- 
Coupled SOI ESD Protection Networks" de S. VOLDMAN et 
al . , paru dans EOS/ESb Symposium proceedings, 1997, 
Santa Clara, Calif ornie, pages 210-220, divulgue un 
dispositif de protection a diodes elabore sur un 
substrat SOI- Les diodes de protection sont alors 
realisees a partir de transistors MOS . Pour un tel 
transistor realise sur un substrat SOI, la zone situee 
sous la grille pose probleme du fait que la couche 
isolante enterree empeche 1 ' evacuation de la chaleur 
contrairement a ce qui se passe pour un substrat de 
silicium massif. Cet article insiste sur les 
protections ou la diode est realisee entre drain, 
substrat et grille d'une part et source d ' autre part. 
Toutefois, la diode la plus compacte utilisable 
cons is te en un transistor NMOS avec une implantation de 
la source de type different de 1 ' implantation du drain. 
Certaines techniques de fabrication necessitant une 
faible epaisseur de silicium sur la couche d'oxyde 
enterree, les diodes formees possedent alors une 
resistance elevee . Lors d * une decharge electrostatique , 
la zone situee sous la grille d'une diode de protection 
peut "fondre puisque la chaleur produite ne peut etre 
3Q evacuee facilement. 

Expose de 1 ' invention 

L* invention apporte une solution au 
35 probleme de la protection des circuits 
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microelectroniques elabores sur des substrats du type 
SOI. Elle s' applique au contexte bien particulier des 
techniqiies de circuits integres a faible consommation . 
Le principe general de 1 ' invention est d'utiliser un 
dispositif qui, par ailleurs, a de tres mauvaises 
performances de tenue en inverse et ne peut etre 
utilise tel quel dans un circuit du fait des fuites 
qu'il occasionne. Ce dispositif est une diode de type 
Zener. Par ce terme, on entend une diode ayant une 
tension d' avalanche faible. Sa mauvaise tenue en 
inverse s ' avere ne pas etre penalisante dans le cas de 
1' invention puisque la diode sera toujours polarisee en 
direct . 

La diode Zener utilisee selon la presente 
invention est une diode constituee par la jonction de 
deux zones de dopages opposes et eleves . Les 
caracteristiques en direct et en inverse s ' en trouvent 
degradees et en font une diode inutilisable dans une 
application habitue llement reservee a ce type de diode. 
En effet, son niveau de conduction a tension donnee est 
augmente alors que son aspect bloquant, lorsqu'elle est 
polarisee en inverse, disparalt, Les fuites a faible 
tension de polarisation sont plus elevees egalement par 
rapport a une diode classique. 

L'avantage des diodes Zener est que leur 
tenue intrinseque en tension sous une decharge 
electrostatique est elevee. Ceci est particulierement 
vrai dans le cas d'un substrat aminci (voir la figure 
7) . Par ailleurs, elles presentent une resistance serie 
plus faible et un gain multiplie par 3 . Ces deux 
parametres sont essentiels pour optimiser la 
protection. 

L' invention a done pour objet un dispositif 
de protection d'un composant electronique centre les 
3 5 decharges electrostatiques , le dispositif etant elabore 



20 



25 



30 



wo 00/45439 PCT/FROO/00198 



10 



dans une couche semi -conduc trice d'un substrat, la 
couche semi-conductrice recouvrant une couche isolante, 
le dispositif etant relie a un plot de contact a 
proteger dudit composant af in de deriver une eventuelle 
decharge electrostatique , caracterise en ce que le 
dispositif comprend au moins une diode Zener reliee 
audit plot pour etre polarisee en direct. 

D'une maniere generale, ce dispositif 
comprend plusieurs diodes Zener montees en serie et 
reliees audit plot pour etre polarisees en direct. Les 
diodes Zener peuvent etre disposees de maniere 
adjacente pour former le montage en serie, la liaison 
electrique entre deux diodes adjacentes etant obtenue 
par une metallisation ou par un siliciure, 
25 Avantageusement , chaque diode Zener 

comporte deux regions dopees fortement a des types de 
conductivite opposes, ces deux regions etant separees 
par une region dopee a un niveau moyen selon 1 ' un ou 
1' autre desdits types de conductivite. De preference, 
si la couche semi-conductrice du substrat est une 
couche de silicium, les deux regions dopees fortement 
ont des niveaux de dopage de 1 • ordre de 10^° atomes/cm"^, 
la region dopee a un niveau moyen a un niveau de dopage 
de 1 ' ordre de 10^^ atomes/cm^. Ce substrat peut etre un 
substrat SOI . 

Pour remedier au probleme d' evacuation de 
la chaleur d'une diode de protection elaboree sur une 
couche super ficielle semi-conductrice reposant sur une 
couche isolante et evacuant mal la chaleur (par exemple 
3Q un substrat SOI) , il est propose de realiser cette 
diode sans partir d'un transistor pour eviter la 
presence d'une grille, afin de disposer d'un plus grand 
volume et ainsi permettre la dispersion de la chaleur. 
C'est en effet au niveau de la grille qu'est 
3 5 eventuellement realise 1 ' amincissement de silicium. 
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L' invention a aussi pour objet un procede 
de realisation d'un dispositif de protection d'un 
composant electronique contre les decharges 
electrostatiques, le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 
conduc trice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active, dans ladite couche semi- 
conductrice, 

- une etape d ' implantation d'une premiere 
zone de ladite zone active, pour obtenir une premiere 
zone moyennement dopee selon un type de conductivite 
choisi entre un premier type de conductivite et un 
deuxieme type de conductivite oppose au premier type de 
c onduc t i vi t e , 

- une etape d ' implantation d'une partie de 
ladite premiere zone, pour obtenir une deuxieme zone 
fortement dopee selon ledit premier type de 
conductivite, la deuxieme zone etant separee de la 
partie non implantee de la zone active par la partie 
restante de la premiere zone, 

- une etape d ' implantation de la partie non 
implantee de la zone active pour obtenir une troisieme 
zone fortement dopee selon ledit deuxieme type de 
conductivite, 

L' invention a encore pour objet un procede 
de realisation d'un dispositif de protection d'un 
composant electronique contre les decharges 
electrostatiques , le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 
conductrice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 
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- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active dans ladite couche semi- 
conductrice, 

- une etape d * implantation d'une premiere 
zone situee en partie centrale de la zone active, pour 
obtenir une premiere zone moyennement dopee selon un 
type de conductivite choisi entre un premier type de 
conductivite et un deuxieme type de conductivite oppose 
au premier type de conductivite, 

- une etape de formation d'une grille en 
materiau conducteur sur la premiere zone, apres 
formation d'une couche d'oxyde mince de grille, 

- une etape d ' implantation d'une deuxieme 
zone de la zone active, adjacente a la premiere zone, 

-L5 pour obtenir une deuxieme zone fortement dopee selon le 
premier type de conductivite, 

- une etape d ' implantation d'une troisieme 
zone de la zone active, adjacente a la premiere zone 
qui la separe de la deuxieme zone, pour obtenir une 
troisieme zone fortement dopee selon le deuxieme type 
de conductivite. De preference, la premiere zone est 
plus large que la grille formee sur cette premiere 
zone . 
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Breve description des dessisis 



L' invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages et particularites apparaltront a la lecture 
de la description qui va suivre, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, accompagnee des dessins 
annexes parmi lesquels : 

- la figure 1 montre, de maniere 
schematique, la constitution d'une diode Zener 
utilisable dans le dispositif de protection selon 
3 5 1 ' invention ; 
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- la figure 2 est une vue descriptive de 
1 ' implantation d'une diode Zener sur une couche tres 
mince d'un substrat, utilisable dans le dispositif de 
protection selon 1 ' invention ; 

- la figure 3 est une vue descriptive de 
1 ' implantation d'une diode Zener sur une couche mince 
d'un substrat, utilisable dans le dispositif de 
protection selon 1 ' invention ; 

- la figure 4 represente un circuit 
electronique protege par des dispositifs de protection 
selon 1 ' invention ; 

- la figure 5 represente 1 ' implantation 
d'un ensemble de quatre diodes Zener montees en serie 
sur une couche tres. mince d'un substrat, pour un 
dispositif de protection selon 1 ' invention ; 

- la figure 6 represente 1 ' implantation 
d*un ensemble de quatre diodes Zener montees en serie 
sur une couche mince d'un substrat, pour un dispositif 
de protection selon 1 ' invention ; 

- la figure 7 est une vue en coupe 
transversale d'un transistor MOS selon 1 ' art connu ; 

- les figures 8 a 11 sont des vues en coupe 
transversale d'un substrat SOI au cours de differentes 
etapes de fabrication d'une diode Zener pour un 
dispositif de protection selon 1* invention. 



Description detaillee de modes de realisation de 
1 ' invention 



La figure 1 montre, de maniere schematique, 
la constitution d'une diode Zener utilisable dans le 
dispositif de protection selon 1' invention. Cette diode 
Zener est realisee a partir de silicium monocristallin 
a 1 ' aide de deux implantations a fort niveau de type 
source et drain qui permettent d'atteindre des niveaux 
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de dopage de 1 ' ordre de 10^^ atomes/cm^. Ces deux 
implantations de types opposes, N^* pour la region 1 et 
P""" pour la region 2, sont separees par une implantation 
de niveau intermediaire de type N ou P dans la region 
5 3 de 1 ' ordre de 10^® atomes/cm^, Cette diode est 
specif ique par sa conception et sa faible resistance. 
La realisation de cette diode Zener varie suivant les 
techniques utilisees . 

Lorsqu'une diode classique est realisee, a 

]_0 partir d'une configuration de transistor MOS, sur une 
couche tres mince d ' un substrat du type SOI, la faible 
tenue intrinseque de la diode de protection s'expligue 
en partie par la plus faible epaisseur de silicium due 
a 1 ' amincissement localise. Par ailleurs, les zones 
plus faiblement dopees, situees sous les espaceurs, 
peuvent induire une forte resistance serie de la diode, 
en particulier pour les implantations correspondant au 
transistor PMOS . 

Pour remedier a ces inconvenients , il est 

20 Pi^opose de realiser chaque diode Zener du dispositif de 
protection selon 1 * invention de la maniere suivante. On 
n' utilise pas le niveau de masquage de la grille en 
polysilicium. Le niveau d ' implantation utilisee pour 
les espaceurs du transistor ISIMOS (drain faiblement dope 

2 5 N ou LDDN) est dissocie du niveau drain et source N 
(DSN) . Le niveau drain source P (DSP) , qui est 
norinaleinent le complement aire du niveau DSN, devient le 
complementaire des deux niveaux DSN et LDDN. 

La figure 2 est une vue descriptive de 

3Q 1 ' implantation d'une diode Zener sur une couche tres 
mince d'un substrat. Pour realiser cette diode, on 
definit, dans la couche superf icielle de silicium d'un 
substrat SOI, une zone active de silicium 5. On realise 
un niveau d ' implantation 6 de type LDDN et un niveau 
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d' implantation 7 de type N""". Le niveau DSP est 
complementaire des niveaux DSN et LDDN, 

Le tableau ci-dessous presente, pour une 
diode de 1 ' art connu et une diode Zener, realisees 
selon des techniques similaires et avec les memes 
caracteristiques , les resultats electriques en terme de 
tenue ESD et de resistance electrique. 





Tenue ESD (volts/um) 


R(t2) 


Diode 


7 V/um 


1400 Q.um 


Diode Zener 


11 V/um 


470 Q,]Jim 



La tenue intrinseque, exprimee en volts par 
micrometre, est une valeur utilisee dans le test 
normalise de protection centre les decharges 
electrostatiques appele HBM (pour "Human Body Model"). 
Ce test a ete defini en assimilant une personne a un 
condensateur d'une capacite de 100 pF, la resistance de 
peau variant entre 500 et 50 000 Q. Cette norme fait 
reference a un dispositif monte en serie avec un 
condensateur de 100 pF, une resistance de 1500 Q et, 
implicitement , une inductance de 7,5 uH. On dit qu'un 
dispositif tient 2000 V (HBM) s ' il n'est pas degrade 
par la decharge d'un condensateur prealablement charge 
a 2000 V, cette decharge se produisant au travers de la 
resistance de 1500 Q. et de 1 ' inductance de 7,5 ]iH. La 
tenue en tension est ensuite normalisee par unite de 
largeur du dispositif de protection. 

Avec ce type de testeur, et du fait de la 
forte valeur de sa resistance serie qui est de 1500 Q, 
un transitoire de tension de U Volts correspond en fait 
a un transitoire de courant avec un courant maximum 
d' environ U/1500 amperes, un temps de montee de 5 a 10 
nS et une decroissance exponentielle ayant une 
constante de temps de 150 nS . Ce transitoire de courant 



wo 00/45439 



12 

conduit par effet Joule a un certain echauf f ement . La 
tenue ESD rapportee en volts par |iin correspond a un 
seuil au-dela duquel l*energie dissipee dans le 
dispositif conduit a un embal lament thermique 
destructif. Le seuil d ' embal lement thermique peut etre 
associe a une temperature critique qu'il ne faut pas 
franchir. L ' echauf f ement dans le materiau au cours du 
transitoire ESD correspond a une dissipation par effet 
Joule associee au fort transitoire de courant . A memes 
densites de courant, 1 ' echauf f ement est plus important 
pour le substrat SOI que pour un substrat massif car la 
chaleur ne peut pas etre aussi facilement evacuee par 
I'arriere du substrat du fait de la presence de la 
couche enterree d'oxyde. L ' augmentation de la tenue 
intrinseque implique un accroissement de 1 ' epaisseur de 
la couche de silicium superf icielle . 

Dans le tableau ci-dessus, le gain en terme 
de tenue intrinseque et de resistance electrique de la 
diode selon 1 ' invention est evident par rapport a la 
diode classique. 

Pour un autre type de technique, celui des 
couches superf icielles minces de silicium, 

1 ' amincissement localise n'est pas utilise pour la 
realisation d*une diode classique elaboree a partir 
d'un transistor MOS classique. Pour s'af franchir des 
problemes de resistance sous I'espaceur, on utilise, 
dans le cadre de la presente invention, au moins une 
implantation specifique de type N, avec un dopage de 
meme ordre de grandeur que celui utilise pour la zone 
intermediaire de la diode Zener, sur toute la zone 
active. Cette implantation qui conduit a des dopages de 
quelques 10^^ atomes/cm*^ est realisee a la place de 
1 • implantation d'ajustement de seuil effectuee pour une 
diode classique. 
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L' implantation alors utilisee pour obtenir 
la diode Zener selon 1 ■ invention est representee a la 
figure 3, Pour realiser cette diode, on definit, dans 
la couctie superf icielle de silicium d'un substrat SOI, 
une zone active de silicium 10. On realise un niveau 
d' implantation 11 de type N*"", un niveau d ' implantation 
12 de type P""", un niveau d ' implantation 13 de type N et 
une grille 14 en polysilicium . 

Le dispositif de protection a diodes Zener 
selon 1' invention ne peut etre utilise selon le schema 
des dispositif s de protection a diodes classiques. Les 
diodes Zener du dispositif de protection selon 
1' invention sont polarisees en direct. 

A titre d'exemple, la figure 4 represente - 
un circuit electronique protege des decharges 
electrostatiques par quatre dispositifs de protection 
selon 1' invention. Le plot de masse 21, le plot 
d • alimentation en tension continue 22, le plot d' entree 
23 du circuit et le plot de sortie 24 du circuit sont 
connectes a des dispositifs de protection 25. Ces 
dispositifs de protection 25 sont formes de quatre 
diodes Zener montees en serie et polarisees en direct. 
Le nombre de diodes d'un dispositif doit etre 
suffisant, de maniere a supporter la tension 
d' alimentation sans induire de fuite trop importante. 

Le dispositif de protection selon 
1' invention peut avantageusement §tre complete par 
I'ajout de diodes classiques polarisees en inverse en 
plusieurs endroits du circuit de maniere a augmenter 
I'efficacite de la protection quel que soit le signe de 
la decharge electrostatique . Ainsi, les references 25 
et 27 designent des diodes classiques montees en 
complement a certains dispositifs de protection selon 
1 ' invention. 
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Les diodes du dispositif de protection 
devant etre montees en serie, il est judicieux de la 
concevoir de fagon a permettre une integration la plus 
compacte possible. Pour cela, les quatre diodes sont 
realisees sur la meme zone active. Si les diodes sont 
realisees grace a un niveau LDDN differencie du niveau 
DSN (voir la figure 2), ces diodes peuvent §tre relives 
entre elles grace au niveau de metallisation. C'est ce 
qui est illustre par la figure 5. Les quatre diodes 31, 
32, 33 ' et 34 ont ete representees avec leurs 
differentes implantations, par exemple pour la diode 
Zener 33 : 1 ' implantation DSP 331, 1 ' implantation DSN 
332 et 1 ' implantation LDDN 333. Des metallisations 35 
relient les diodes entre elles et vers I'exterieur. Les 
references 36 representent les points de contact 
electrique entre diodes et metallisations. 

Si les diodes sont realisees grace a un 
niveau de type LDDN employe avant la grille, on peut 
relier les diodes par un niveau de siliciure comme cela 
est illustre sur la figure 6. On obtient alors un 
dispositif encore plus integre . Les quatre diodes sont 
referencees 41, 42, 43 et 44. Chaque diode, par exemple 
la diode 43 comprend : une implantation DSP 431, une 
implantation DSN 432 et une grille en polysilicium 433. 
Les references 46 representent les points de contact 
electrique d' entree et de sortie du dispositif de 
protection a quatre diodes Zener. 

Pour realiser une diode classique, on 
realise generalement un transistor MOS . La figure 7 
montre, en coupe transversale, un tel transistor 
realise sur un substrat SOI forme d ' une partie massive 
50 en silicium, d'une couche d'oxyde de silicium 51 et 
d'une couche superf icielle de silicium 52. On remarque 
la zone d * amincissement localise creee dans la couche 
35 superf icielle 52. Cette zone d ' ainincissement localise 
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supporte la couche 53 d'oxyde de grille, la grille 54 
en polysilicium et les espaceurs 55. Les diodes 
classiques sont realisees selon ce concept et il est 
evident que le volume de silicium entre 1 * oxyde de 
grille 53 et la couche d'oxyde 51 est trop confine. La 
chaleur produite dans ce volume ne peut s'evacuer 
facilement contrairement aux elements realises sur 
substrat massif de silicium. 

Selon 1' invention, on peut realiser les 
diodes Zener en evitant 1 ' amine is semen t localise lie a 
la grille en polysilicium. La diode est realisee avec 
le seul niveau LDD comme 1 ' indique la figure 2. II 
s'agit d'une modification originale d'un precede 
standard puisque 1 ' on utilise un dispositif qui, par 
ailleurs, a de tres mauvaises performances de tenue en 
inverse et qui ne peut etre utilise tel quel dans un 
circuit du fait des fuites qu'il occasionne. 

Les figures 8 a 11 illustrent la 
realisation d'une diode Zener, pour un dispositif de 
protection selon 1' invention, a partir d'un substrat 
SOI. La figure 8 montre, en coupe transversale , un 
substrat SOI compose d'une partie massive 60 en 
silicium, d'une couche d'oxyde de silicium 61 et d'une 
couche superf icielle de silicium 62. Comme le montre la 
figure 9, on realise sur une partie de la couche 
superf icielle 62 une implantation de type LDDN pour 
obtenir une zone 63 dopee N"". On realise ensuite, comme 
le montre la figure 10, une implantation de type drain- 
source N (implantation DSN) sur une partie de la zone 
63 deja dopee N". On obtient une zone 64 dopee N** . On 
realise alors, comme le montre la figure 11, une 
implantation de type drain-source P (implantation DSP) 
dans la zone 65 de fagon a completer la diode Zener. 

De maniere generale, les differentes zones 
constituant une diode Zener du dispositif selon 
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1 ' invention auront un dopage superieur ou egal a 10^"^ 
atomes/cm"^ . 

Cette conception de diode Zener est peu 
couteuse car, si elle necessite bien sur un reticule 
supplementaire, le niveau LDDN est dissocie du niveau 
DSN et elle ne conduit pas a un precede de realisation 
plus complexe. La fonction de protection est 
optimisee : la tenue intrinseque est augmentee et la 
chute de tension developpee aux bornes de la diode de 
protection durant une decharge electrostatique est 
minimisee . C'est ce que montre le tableau donne plus 
haut : 60% de gain sur la tenue intrinseque et 200 % 
sur la resistance electrique qui s ' avere etre le 
parametre le plus critique. 

Selon 1' invention, un compromis a ete 
realise. Plus le dopage c6te LDD est eleve, plus la 
tension d' avalanche est faible et plus la tension de 
declenchement en direct est faible. On obtient done une 
meilleure evacuation de I'onde de decharge 
20 electrostatique . 

Du fait de 1 ' augmentation du dopage, le 
pouvoir d* isolation diminue . De telles diodes avec ces 
caracteristiques non conventionnelles donnent lieu a 
des structures produisant des courants de fuite 
25 importants itiais, lorsqu'elles sont mises en serie, le 
pouvoir d* isolation est compense et de telles diodes 
sont tres efficaces pour evacuer les charges. 

L ' invention apporte 1 ' avantage suivant : 
quand la tension d ' alimentation decroit jusqu'a 
atteindre 1 V, en utilisant deux diodes degradees 
montees en serie, on dispose d'une excellente 
protection avec une faible resistance. L ' inventeur de 
la presente invention a force un a priori en utilisant 
ce composant de tres inauvaise qualite. 
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REVENDICATIOKfS 

lo Dispositif de protection (25) d'un 
composant electronique contre les decharges 
5 electros tatiques, le dispositif etant elabore dans une 
couche semi-conductrice (62) d'un substrat, la couche 
semi-conductrice (62) recouvrant une couche isolante 
(61) , le dispositif (25) etant relie a un plot de 
contact (21 a 24) a proteger dudit composant afin de 
Q deriver une eventuelle decharge electrostatique, 
caracterise en ce que le dispositif (25) comprend au 
moins une diode Zener reliee audit plot pour etre 
polarisee en direct, 

2. Dispositif selon la revendication 1, 
5 caracterise en ce qu'il comprend plusieurs diodes Zener 
montees en serie et reliees audit plot pour etre 
polarisees en direct. 

3o Dispositif selon 1 ' une des 

revendications 1 ou 2 , caracterise en ce que chaque 
diode Zener comporte deux regions (1, 2) dopees 
fortement a des types de conductivite opposes, ces deux 
regions etant separees par une region (3) dopee a un 
niveau moyen selon I'un ou 1' autre desdits types de 
conductivite. 

4o Dispositif selon la revendication 3, 
caracterise en ce que, la couche semi-conductrice du 
substrat etant une couche de silicium, les deux regions 
(jopees fortement ont des niveaux de dopage de 1 ' ordre 
de 10^° atomes/cm^, la region dopee a un niveau moyen a 
jQ un niveau de dopage de 1 ' ordre de 10^® atomes/cm^. 

5o Dispositif selon 1 ' une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que ledit 
substrat est un substrat SOI. 

So Dispositif selon la revendication 2, 
35 caracterise en ce que lesdites diodes Zener (31 a 34) 
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sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenu par une metallisation 
(35) . 

7o Dispositif selon la revendication 2, 
caracterise en ce que lesdites diodes Zener (41 a 44) 
sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenue par un siliciure, 

8 o Precede de realisation d'un dispositif 
de protection d'un composant electronique centre les 
decharges electrostatiques , le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 
conductrice recouvrant une couche isolante, le precede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active (5) , dans ladite couche semi- 
conductrice f 

- une etape d' implantation d*une premiere 
zone (6) de ladite zone active (5), pour obtenir une 
premiere zone (6) moyennement dopee selon un type de 
conductivite choisi entre un premier type de 
conductivite et un deuxieme type de conductivite oppose 
au premier type de conductivite, 

- une etape d * implantation d'une partie de 
ladite premiere zone (6), pour obtenir une deuxieme 
zone (7) fortement dopee selon ledit premier type de 
conductivite, la deuxieme zone (7) etant separee de la 
partie non implantee de la zone active (5) par la 
partie restante de la premiere zone, 

- une etape d * implantation de la partie non 
implantee de la zone active pour obtenir une troisieme 
zone fortement dopee selon ledit deuxieme type de 
conductivite . 
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9o Precede de realisation d*un dispositif 
de protection d'un composant electronique contre les 
decharges electrostatiques , le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 
conduc trice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active (10) dans ladite couche semi- 
conductrice, 

- une etape d' implantation d'une premiere 
zone (13) situee en partie centrale de la zone active 
(10), pour obtenir une premiere zone (13) moyennement 
dopee selon un type de conductivite choisi entre un 
premier type de conductivite et un deuxieme type de 
conductivite oppose au premier type de conductivite, 

- une etape de formation d'une grille (14) 
en materiau conducteur sur la premiere zone (13), apres 
formation d'une couche d'oxyde mince de grille, 

- une etape d ' implantation d'une deuxieme 
zone (12) de la zone active (10), adjacente a la 
premiere zone (13) , pour obtenir une deuxieme zone 
fortement dopee selon le premier type de conductivite, 

- une etape d ' implantation d'une troisieme 
zone (11) de la zone active (10), adjacente a la 
premiere zone (13) qui la separe de la deuxieme zone 
(12), pour obtenir une troisieme zone (11) fortement 
dopee selon le deuxieme type de conductivite. 

10 o Procede selon la revendication 9, 
caracterise en ce que la premiere zone (13) est plus 
large que la grille (14) f ormee sur cette premiere 
zone . 



# 



THIS PAGE BUm (uspto) 



wo 00/45439 



PCT/FROO/00198 




THIS PAGE BLANK (USPIO) 



wo 00/45439 



PCT/FROO/00198 




31 32 33 



3^ 



□ 



□ □ 



FIG. 5 



'35 33*1 3S3 "332 ^36 



4.1 A2 A3 



AA 



46 H-fl 

FIG. 6 



□--46 



431 433 432 



53, 54- 



55 



FIG. 7 





5S S2 



>^ XV >N 








// 







SO 



THIS PAGE Bl."NK(usPi«) 



wo 00/45439 



PCT/FROO/00198 



3/3 



I 



X 



V 



CD 



CO 
^0 



^0 



«0 

so 
a 



CD 




vo 



^0 



r 



CD 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inter xul Applleatlon No 

PCT/FR 00/00198 



rVf'^muWlz" " H01L21/84 H01L27/02 H01L29/866 H01L21/329 



Aooordtng to trttemational Patent Claastfiogtion (IPC) or to both national daaaification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (ciaaaiflcation a/stem followed by classification eymbote) 

PC 7 HOIL 



Documentation aoarohed other than minimum documentation to the extent that such documente are inciuded in the fiatda searched 



Bectronic data base oonsutted during the international search (name of data 

EPO-Internal 



base and. where practical, search terma used) 



C, DOCUMEKTS CONStDERED TO BE RELEVANT 



Category' 



Citation of document, with InoScation. where appropriate, ot the relevant passages 



Rslevant to daim No. 



us 5 708 288 A (GILBERT PERCY 
13 January 1998 (1998-01-13) 
the whole document 



ET AL) 



DE 31 42 591 A (WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORP) 14 October 1982 (1982-10-14) 
the whole document 



EP 0 263 711 A (NIPPON DENSO CO) 
13 April 1988 (1988-04-13) 
the whole document 



US 3 728 591 A (SUNSHINE R) 
17 April 1973 (1973-04-17) 
the whole document 



1.3-5, 

8-10 

2.6 

1.2.5 

6,7 
3 

6,7 

1-5,8-10 

1.2,5 

3,4,6. 
8-10 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex. 



* Special categories of cited documents : 

*A* document defining the general stats of the art which Is not 

oonaidsred to be of particular rstevanoe 
'E* earlier document but pubHshed on or after the international 

filing date 

'L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is citsd to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

■O" dooumsnt rsferring to an oral diadoeure, use. exhibition or 
other means 

•p* document published prior to the International filing date but 
later than the priority date dalmed 



T' later document published after the Irrtsmational filing date 
or priority dale and not in oonfiid with the application b«t 
cited to understand the princlpte or theory undertylngthe 
invention 

'X* document of particular rslsvance: the claimed invention 
cannot be oor\sidsred novel or cannot t>e oortsiderad to 
invohre an inventive step when the document is taicen alone 

•Y' documeftt of particular reievanoe; the claimed invention 

cannot be considsred to involve an inventive step when the 
dcxnjment is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person eldlled 
in the art. 

*&* document member of the same patent family 



Date of the actual oompietton of the international search 



17 April 2000 



Data o( maiUng of the International search report 



26/04/2000 



Nanne and mailing addraes of the ISA 

European Patent Offioe, P.B. 581 6 Patentlaan 2 
NL-2280HVRI}swi9( 
Tel. (4O1-70) 34O-2O40, Tx. 31 661 epo nt. 
Fax: (+31-70) 34O-3016 



Authorized officer 



Albrecht, C 



Fonn PCT/I8AS10 (6«oend sheot) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

ififoniMtkm on potont tamlty membera 


Mor XMI Apptlcatton No 

PCT/FR 00/00198 


Patent document 
ccted in search report 


Publication 
date 


Patent family 
memt>erts) 


Publication 
date 



us 5708288 A 13-01-1998 NONE 



DE 3142591 A 14-10-1982 JP 57153463 A 22-09-1982 



EP 0263711 


A 


13-04-1988 


DE 


3785287 A 


13-05-1993 








DE 


3785287 T 


04-11-1993 








JP 


2649359 B 


03-09-1997 








JP 


63226075 A 


20-09-1988 








US 


5136348 A 


04-08-1992 



US 3728591 A 17-04-1973 



AU 


459838 


B 


10-04- 


•1975 


AU 


4279172 


A 


29-11- 


•1973 


BE 


788269 


A 


18-12- 


•1972 


CA 


966935 


A 


29-04- 


•1975 


DE 


2226613 


A 


15-03- 


•1973 


FR 


2150684 


A 


13-04- 


■1973 


GB 


1339250 


A 


28-11- 


■1973 


IT 


955274 


B 


29-09- 


■1973 


JP 


48037084 


A 


31-05- 


■1973 


JP 


51038588 


8 


22-10- 


■1976 


NL 


7207246 


A 


06-03- 


■1973 


SE 


376116 


B 


05-05- 


■1975 



fom PCT/1SAA10 (potMit tmsfy atomx) (July 1002) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Dem > Intonurttonale No 

PCT/FR 00/00198 



A. CLASSEMENT DE UOBJET DE LA DEMANDE , s , . 

CIB 7 H01L27712 H01L21/84 H01L27/02 H01L29/866 H01L21/329 



Solon la ctaasHication intematlonate des brevets <C1B) ou & la fois selon la dasaiflcation nationate et la CIB 



a DOMAINESSURLESQUELS LA RECHERCHE A POmE 



Documentation minimole oonauttto (syat^me de dasaificotion suivi des symbolee de ciassennent) 

CIB 7 HOIL 



Documentation consuttte autre que la documentation minimale dans la meeure oii ces documents reinvent dee domainee sur lesquels a portd la recherche 



Base de donntes ^ectronique oonauttte au cours da la recherche intematioruils (nom de la base de donn^ee. et si rteUsabte. termea de recherche utlUato) 

EPO-Internal 



C. DOCUMEKTS CONSIDERES COMME PERHNENTS 



Catdgorie ' 



Identification dee documents crt6s, avec. lecas 6ch6ant, llndcation des pasaagss pertinents 



no. das reverKfications vistes 



us 5 708 288 A (GILBERT PERCY 
13 janvier 1998 (1998-01-13) 
le document en entier 



ET AL) 



DE 31 42 591 A (WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORP) 14 octobre 1982 (1982-10-14) 
le document en entier 



EP 0 263 711 A (NIPPON DENSO CO) 
13 avril 1988 (1988-04-13) 
le document en entier 

US 3 728 591 A (SUNSHINE R) 
17 avril 1973 (1973-04-17) 
le document en entier 



1,3-5. 

8-10 

2,6 

1,2,5 

6.7 
3 

6,7 

1-5,8-10 

1,2.5 

3.4.6, 
8-10 



j [ Voir la suite du cadre C pour la fin de la iiste des documents 



Lee documents de famillee de brsvets sont irKiiquds en annexe 



* Calories apddalee de documents otte: 

"A' document d^ftnisaant I'Mat gdndrai da la technique, non 

consid^rd comn>e particuli^rsment pertinent 
'E' document antdrieur. mais pubtld ^ la date de d6pdt intematlorial 

ou aprte oette date 

*L* document pouvant )eter un douts sur une reverKficatlon de 
prtorHd ou cttd pour d6tormir>er la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison sptetale (telle qu'indiquto) 

*0* document as rdfi^rant h une dvulgation orale. k un usage, d 
une exposition ou tous autres moyena 

*P* document put>tj6 avant la date de ddpdt International, mats 
poetMeursment k la date da priority revendiqute 



T* doctimertt uttdrfeur publi6 aprto la date de d6p0t international ou la 
date de priority et n'apparteriertant pas h I'^tat de la 
technique pwttnent, mais cit6 pour oomprendre le pfincipe 
ou ta th^orie constituant la base de I'invention 

'X' document particulidrement pertinent; I'tnven tion revendlqute ne peut 
dtre oonsidMe comme nouvelle ou comme ffnpiiquant une activity 
inventive par rapport au document oonaiddr^ isoldmem 

*Y* dooKnent partlculidrement pertinent; I'lnven tion revendiqute 
ne peut fttie oonsidMe oomme impliquant une activlt6 Inventive 
loreque le document est asaocid ^ un ou plusieurs autres 
documents de mdme nature, oette oomblnatson dtant dvtdente 
pour ur>e peraonne du metier 

document qui fait partie de la n>dme famille de brevets 



Date k laqueile la recherche intemationale a 6t6 effecttvement achevte 



17 avril 2000 



Date d*exp6dition du prdaent rapport de rscherohe tntemstionale 



26/04/2000 



\ et adrseas poataie da racknintstration chargto de ta recherche Intemationaie 
OfRoe Europ6en dss Brevets, P.B. 5616 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV RijBwijk 
Tel. (-^1-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: <431-70) 340-3016 



ForKtionnairs autorfed 



Albrecht, C 



Fomuila^a PCT/)SA/210 (deuxl6m« (Mlk*) (jullat 1802) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Ranael gn o m e nf ratatlfs ftux membrosde tamlUas do brovats 



Dem 1 lnt«matk>nato No 



PCT/FR 00/00198 



Document brevet dtA 




Oatede 


Membre($) de la 




Date de 


m capport de recherche 




publication 


famille de brevet(s) 




publication 


Df\JO£.O0 


A 

H 




AUCUN 






DE 3142591 


A 


14-10-1982 


JP 


57153463 


A 


22-09-1982 


tr u^oo/ii 


A 
ft 


lj-U4-19oo 


DE 


3785287 


A 

A 










DE 


3785287 


T 
1 


04-11-1993 








JP 


2649359 


D 
D 


03—09-1997 








JP 


63226075 


A 

A 


20-09-19OO 








US 


5136348 


A 

A 


04—08-1992 


lie IT^ftROI 


A 
ft 


l/-04-iy/3 


All 

AU 


459838 


D 


10-04-19/0 








AU 


4279172 


A 

A 


0(% 11 1 070 

^9-11-1973 








BE 


788269 


A 

A 


18—12-1972 








CA 


966935 


A 

A 


29-04-1975 








DE 


2226613 


A 

A 


Id— 03-19/3 








FR 


2150684 


A 


13-04-1973 








GB 


1339250 


A 


28-11-1973 








IT 


955274 


B 


29-09-1973 








JP 


48037084 


A 


31-05-1973 








JP 


51038588 


B 


22-10-1976 








NL 


7207246 


A 


06-03-1973 








SE 


376116 


B 


05-05-1975 



Fomwtatlra PCTASA/ZX 0 (aniwx* <«rRll«« braveis) Oull«t 1 902) 



